MATERIALI PER L’ELETTRONICA - INDICE DELLE DISPENSE DEL CORSO
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Capitolo 3. Diffusione molecolare
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Diffusione allo stato solido

.1 Meccanismo di diffusione nei cristalli puri
.2 Meccanismo di diffusione sostituzionale
.3 Meccanismo di diffusione interstiziale

.4 Meccanismo di diffusione lungo i bordi di grano
Prima legge di Fick

Seconda legge di Flick

Coppie diffusive

Effetto Hartley—-Kirkendall

Tecniche di drogaggio del silicio
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Retrodiffusione di Si in Al

Elettromigrazione

Deposizione dello strato metallico

Sputtering

Step coverage

Ablazione laser
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Deposizione del film metallico mediante CVD



